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1 背景  

フラッシュメモリなどに使用されるSTI型ULSI素子に関しては、トレンチ底部のSiへの不純物ドーピングの位

置と量によってチャネル領域ほかでの転位の発生と蓄積が制御できることが結晶塑性解析(CLP7)により確認さ

れている(1)。昨年の春季講演会(2)で転位発生がデバイス特性に及ぼす影響を報告したが、デバイスシミュレーシ

ョンに取り込んだ転位データが粗いという問題があった。今回CLP解析結果を直接デバイスシミュレータに取り

込むようインターフェースの改善を行い、解析を進めたので報告する。 

 

2 シミュレーションとその結果  

今回対象としたSTI型ULSI素子構造に関する転位の発生分布図を図1に示す。前回の報告ではデバイスシミュレ

ータDESSERTへの転位(トラップ)分布の取り込みは図2(a)に示す通り粗く、電気特性への転位の効果を正確には

評価できていなかった。今回の改良によりCLP解析結果を正確にデバイスシミュレータに取り込むことが可能と

なった(図2(b))。転位のモデル化に関しては前回と同じくディープトラップモデルを参考にしてモデル化を行った。 

転位発生の有無ならびにドーピングによる転位発生分布の変化などが基板リーク電流ほかの特性に及ぼす影響

などの詳細については当日発表する。本研究の一部は文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業(平成21

年～平成25年)の補助によるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                          (b) 

図1.転位発生分布図（北見工業大学）    図2.DESSERTへの転位(トラップ)分布の取り込み図 

        (a)改良前のモデル、(b)改良後のモデル 
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